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Doktorska disertaéni prace Ing. Frantiska Hajka predstavuje ucelenou praci sestavajici
ze 114 stran textu a piiloh v&etn& publikovanych praci. Text disertaéni prace je standardné
¢lenén do 6 kapitol, véetné seznamu pouzité literatury a soupis publikovanych praci, ktery
tvoii 6 kapitolu disertace. Disertaéni prace fesi aktualni problematiku nitridovych polovodici
se zaméfenim na InGaN/GaN heterostruktury s kvantovymi jamami. Prace je ucelend a feSi
jednotlivé dil¢i aspekty technologie i aplikace v podobé scintilaénich detektori
vysokoenergetického zafeni. Disertacni prace se zabyva studiem heterostruktur na bazi InGaN
véetn& komplexnich heterostruktur obsahujicich kvantové jamy a detailné fesi vliv defekti a
moznosti jejich odstranéni se zamé&fenim na potladeni zluté luminiscence a dal3ich klicovych
aspekti nitridové technologie.

Ing. Hajek detailng studoval vliv riiznych aspektd na luminiscenci InGaN/GaN
heterostruktur se zaméfenim na eliminaci defekt prispivajicim k prodlouzeni doby dosvitu
nebo procesu nezafivé rekombinace. Uspésné byly navrzeny a otestovany metodiky
k vyraznému snizeni koncentrace t&chto defektd. Snizeni doby dosvitu bylo dosazeno
dopovani klasickymi dopanty typu n, jako je kiemik v GaN struktufe. Dale se podafilo
detailng prostudovat vliv zinku zpiisobujici kontaminaci InGaN kvantovych jam a ¢aste¢né€ ji
také eliminovat. Pro studium téchto materiali bylo pouzito mnozstvi pokrocilych
charakteriza¢nich technik jako je SIMS, katodoluminiscenéni spektroskopie a pozitronova
anihiladni spektroskopie, coz jsou techniky, které umoziuji detailni studium defektd a pfimesi
v materialech.

Prace je podlozena velmi rozsahlou experimentalni ¢innosti, ktera vedla k publikaci 6
praci v impaktovanych &asopisech. U dvou publikaci je Ing. Hajek prvnim autorem Vysledky
byly také pravidelné prezentoviny na mezinarodnich konferencich. Toto jsou velmi
nadprimérné vysledky zejména publikace v Casopise Journal of Alloys and Compounds a
publikaéni vystupy dokladaji kvalitu a aktualnost feSené problematiky. Dise&aépi prace

obsahuje pouze minimum formalnich chyb.



K praci mam nasledujici pfipominky a dotazy:

1) Jaka je citlivost, detekéni limit a prostorové rozliseni pouzité SIMS techniky pro studium
kontaminace zinkem a co je jeho hlavnim zdrojem? Je mozné pouzit napi Cist&jSi
prekurzory nebo zménit konstruk&ni materidly zafizeni pro jeji omezeni?

2) Jaky je rozdil mezi vlivem galiovych a dusikovych vakanci na fotoluminiscenéni
vlastnosti GaN a InGaN struktur? Obvykle jsou v nitridovych materialech pfitomné také
vakance na aniontové stran¢.

3) Jak je to steplotni stabilitou InGaN MQW struktur, kdy dochéazi k jejich rozkladu?

Predstavuje problém také difiize In do GaN nebo k ni nedochézi?

Zavér:
Oponovana disertaéni prace obsahuje piivodni vysledky, které byly publikovany v podobé 6
pEisp&vki v impaktovanych asopisech. Autor disertaéni prace prokazal vysokou schopnost

samostatné védecké prace a prace spliiuje naroky na disertaéni praci.

Na zakladé vyse uvedenych skute¢nosti splnil Ing. Hajek pozadavky kladené na doktorskeé

diserta¢ni prace z hlediska kvalitativniho i kvantitativniho a praci Ing. Frantiska Hajka.
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